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１．概要（Summary） 

低コストかつ低環境負荷なポリマーMEMS デバイスの

作製に向け、大阪大学ナノテクノロジー設備供用拠点の

設備を利用して、ポリマー材料への微細加工技術の構築

に取組んだ。ポリマーMEMS デバイスの一部として使用

する微細孔を有するナノ薄膜の作製を試みた。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

集束イオンビーム装置(SMI2050)、高精細集束イオンビ

ーム装置 (ORION NanoFab) 、 RF スパッ タ装置

(SVC-700LRF) 

【実験方法】 

Si 基板上に剥離層およびレジストをスピンコートし、厚

さ数十 nm～1um 程度のレジスト層を形成した。その後、

集束イオンビーム装置(FIB）を用いてレジスト層にφ数百

nm～数 um の微細孔加工を施した。最後に剥離層を溶

解させることで、レジスト層を基板から剥離し、ナノ薄膜を

形成した。作製したナノ薄膜には RF スパッタ装置を用い

て、Pt電極を形成した。 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

FIB装置 SMI2050にて微細孔加工したナノ薄膜を走

査型電子顕微鏡(SEM)により観察した。レジスト層厚み

1um の場合では、ナノ薄膜に破損はなく、微細孔の貫通

を確認することができた（Fig. 1）。一方、レジスト層厚み

50nmの場合では、微細孔付近においてナノ薄膜の破損

が確認された。これは SMI2050が高エネルギーのGaイ

オンを用いており、微細孔加工時の観察領域がビーム照

射によりダメージを受けて薄片化し、膜の強度が低下して

いることが原因と考えられる。 

そこで、より低エネルギーのNeまたはHeイオンを用い

た FIB装置NanoFabを利用し、微細孔加工を行った。 

 

Fig. 1 SEM images of micro holes fabricated by FIB. 

レジスト厚み 50nmにおいて、Ne イオンの FIB加工では、

Ga イオンの場合と同様に微細孔付近でのナノ薄膜の破

損が観察された（Fig. 2）。He イオンの FIBではナノ薄膜

の破損は見られなかったが、微細孔が貫通していなかっ

た。これは FIBの条件出しが不十分であると考えている。 

 

Fig. 2 Optical microscope images of nanoscale thin 

film with micro hole. 

今後、厚み数十 nm 程度のナノ薄膜を形成するため、

He イオンによる FIBでの微細孔加工条件を確立する。 
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